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１．概要（Summary） 
チタン（Ti）を利用した SiO2 の高速気相フッ酸（VHF）

エッチングの加工特性評価に関する研究を行った。この

研究において、エッチング試料の作製, VHF エッチング，

評価試料の作製，評価を行うにあたり、武田先端知ビルス

ーパークリーンルームの高密度汎用スパッタリング装

置，）LL 式高密度汎用スパッタリング装置，気相フッ酸エ

ッチング装置，ダイシングソー，オージェ分光解析装置等

を用いた。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
（１）気相フッ酸エッチング装置 
（2）高密度汎用スパッタリング装置 (CFS-4ES) 
（3）LL 式高密度汎用スパッタリング装置（CFS-4EP-LL) 
（4）ダイシングソーDAD3650 
（5）オージェ分光解析装置（SAM-680) など 
 
【実験方法】 

シリコン熱酸化膜（膜厚: 280 nm）、或いは高密度汎用

スパッタリング装置を用成膜した SiO2 薄膜に対する、Ti
支援気相フッ酸化学エッチングの加工特性評価を行った。

試料作製では、上記の SiO2 薄膜上に、電子ビームリソグ

ラフィー，スパッタリング，リフトオフプロセスを用いて、エッ

チング支援材料となるTi或いはTiO2パターンを作製した。

なおこのプロセスにおいて、Ti或いはTiO2の成膜におい

ては、高密度汎用スパッタリング装置 (CFS-4ES)，或い

は LL 式高密度汎用スパッタリング装置（CFS-4EP-LL)
を用いた。Ti 支援VHF エッチングは、武田先端知ビルス

ーパークリーンルーム内の気相フッ酸エッチング装置を用

いて行った。Figure 1 は、Ti 支援 VHF エッチングの実

験模式図である。さらに、エッチング後の基板をダイシン

グソーDAD3650 を用いてダイシングし、エッチング結果

観察試料を作製した。また、オージェ分光解析装置

（SAM-680)により、成膜した Ti の組成評価を行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
VHFエッチングにおいては、Ti或いはTiO2を用いるこ

とにより高速な化学エッチングが可能であることを確認す

るとともに、加工速度と組成の関係性など加工特性の評価

を行った。SiO2 を高速に加工するための有効な手段にな

ると期待される。 
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Figure 1 Schematic of Ti-assisted chemical 
etching VHF etching of SiO2 


